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Аннотация: Методом Бриджмена (вертикальный вариант) впервые 

выращены монокристаллы Mn0.1Ag0.9In4.7S7.6. Полученные 

монокристаллы кристаллизуются в кубической структуре шпинели. 

По спектрам пропускания в области края собственного поглощения 

при T=295 и 80 K определена ширина запрещенной зоны указанных 

монокристаллов. Дилатометрическим методом исследовано 

тепловое расширение в интервале температур 80-500 K, рассчитаны 

коэффициенты теплового расширения, температуры Дебая и 

среднеквадратичные динамические смещения атомов.  
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Abstract: Mn0.1Ag0.9In4.7S7.6 single crystals are for the first time grown 

by the Bridgman method (vertical variant). The single crystals 

crystallize in the cubic spinel structure. The band gap of the single 

crystals is determined from the transmittance spectra in the region of the 

fundamental absorption edge at temperatures of T = 295 and 80 K. 

Thermal expansion is studied by the dilatometric method in the 

temperature range 80–500 K. The coefficients of thermal expansion, the 

Debye temperatures, and the rms (root mean square) dynamic 

displacements of atoms are calculated.  
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